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Среди большого разнообразия методов формирования светоизлучающих структур на основе Si с дислокационной люминесценцией (ДЛ) наибольший интерес представляют методы, основанные на использовании кислородных преципитатов /1/ и ионной имплантации /2/. В настоящей работе  исследовано влияние имплантации ионов кислорода на ДЛ в Si, содержащем окисные преципитаты. Обнаружены особенности, возникающие в спектрах ДЛ в не имплантированном и имплантированном ионами кислорода кремнии, выращенном методом Чохральского. Окисные преципитаты формировались в процессе многостадийной термообработки, применяемой в микроэлектронике для создания внутреннего геттера. Центры ДЛ (так называемые линии D1 и D2 с длинами волн 1.530 и 1420 нм, соответственно) создавались на стадии заключительного отжига в хлорсодержащей атмосфере при 1000°С. В не имплантированном образце формировалась только одна D1 линия, при этом впервые наблюдалось увеличение ее интенсивности с ростом температуры измерения. Дополнительная имплантация ионов кислорода перед многостадийным отжигом сопровождается образованием D1 и D2 линий, а интенсивность D1 линии возрастает в два раза по сравнению с не имплантированным образцом. Получены аналитические зависимости интенсивностей ФЛ обеих линий от температуры.
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